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１．概要（Summary） 

TFT 層間膜の開発にあたり、その上下層との密着性は

重要な特性である。上下層として各種メタル膜、SiN 膜を

スパッタ及び CVD 装置を用いて成膜し、層間膜との間の

密着性を評価した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

SiN 成膜：住友精密 PECVD MPX-CVD 

スパッタ：芝浦スパッタ CFS-4ES、（Ti/Al/Ti、ITO など） 

【実験方法】 

開発中の層間膜を塗布した基板上に SiN やメタルを成

膜し、上に Stud pin をエポキシ樹脂で焼き付け、Stud 

pull 試験装置を用いて密着性評価を行う(Fig. 1)。今回

は SiN の膜厚を変化させ、密着性への影響を確認した。 

 

Fig. 1 Stud pull test image. 

(http://www.phototechnica.co.jp/pdf/quad/japanese/

romulus-jp.pdf) 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

開発中の層間膜の密着性は上部の SiN の膜厚によら

ず一定であった(Fig. 2, 3)。今後も継続的に様々な系で

の評価を進めていく。 

 

Fig. 2 Image of deposition for SiN 500 nm(25k). 

 

 
Fig. 3 Image of deposition for SiN 1000 nm(25k). 
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